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グラフェンは高いキャリア移動度とドリフト飽和速度をもち，かつ，低環境負荷である

ことから，持続可能開発目標に質する次世代デバイス材料である．しかし，グラフェン電

界効果トランジスタ（GFET）の高周波特性の実測値は，その優れた電子物性より予想さ

れる理論値から大きく下回っている[1]．GFET の高周波動作機構を解明するため，GFET

の高周波特性が周波数に対してどのように変化するか調べた． 

 本研究では，ベクトルネットワークアナライザを用いて，GFET の S パラメータを測

定した．得られた S パラメータを Y パラメータに変換することにより，相互コンダクタ

ンス(RF-gm)とドレインコンダクタンス(RF-gds)を算出した． 

RF-gm（Fig.1）と RF-gds（Fig.2）の周波数依存性から，次のことを初めて明らかにし

た． Si 終端 GEFT（Si-GFET）は周波数が高いほど RF-gmおよび RF-gdsは低下し，ゲート

絶縁膜に Y2O3を用いたものは Al2O3と比較して大きく低下した．これに対し，Y2O3をゲ

ート絶縁膜とした C 終端 GFET（C-GFET）は周波数が高くなるにつれて RF-gmおよび RF-

gdsは増加した． 

 

C-GFET が高い周波数帯域で RF-gmと RF-gdsが増加する原因として，表面準位の存在が

挙げられる[2]．Si-GFET で周波数が高いほど RF-gm，RF-gdsが低下する原因の一つとし

て，SiC 表面とグラフェンの界面に存在する Buffer 層が考えられる．詳細については当日

発表する予定である．   
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